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Ementa: O conteuddo desta Unidade Curricular engloba assuntos complementares ao conteldo regular de Fisica do BCT, sendo
direcionado aos alunos que tém interesse em fortalecer sua formagao em Fisica, tanto tedrica, quanto experimental. O
conteldo &, portanto, variavel e definido pelo docente responsavel.

Conteudo programatico:

Estrutura cristalina e estrutura eletrénica de materiais semicondutores. Diagramas de energia de materiais semicondutores.
Portadores de carga elétrica em materiais semicondutores. Semicondutores intrinsecos e extrinsecos. Fendémenos de transporte
em materiais semicondutores. Jungdes: metal-semicondutor, homojungdo semicondutora, heterojung¢do semicondutora, jungdo
p-n, jungdo metal-isolante-semicondutor (MOS). Dispositivos: diodo, diodo-tunel, transistor bipolar, transistor de efeito de campo
(FET), LED, LASER, fotodetectores, células solares. Experimentos de caracterizagdo de materiais e dispositivos semicondutores.

Objetivos:
Gerais:
Introduzir os conceitos fundamentais das propriedades fisicas e eletrdnicas dos materiais e dispositivos semicondutores.
Especificos:
Explicar a fisica envolvida em dispositivos semicondutores.
Estudar a dinamica de portadores em materiais e dispositivos semicondutores.
Entender como funcionam os componentes eletronicos baseados em semicondutores.
. Realizar experimentos para caracterizar materiais e dispositivos semicondutores.

Metodologia de ensino:
Aulas expositivas; apresentagdo de conceitos e discussdo de aplicagdes. Seminarios. Experimentos em laboratdrio.

Avaliagdo: Os alunos serdo avaliados quanto as notas obtidas em avaliagdes (provas), listas de exercicios e apresentagbes de




seminarios, trabalhos e relatorios.

Bibliografia:

Basica:

1. REZENDE, Sérgio M., A Fisica dos Materiais e Dispositivos Semicondutores, 12. Ed., Editora da Fisica,2004.
2. NEAMEN, Donald A., Semiconductor Physics and Devices 32. Ed., McGraw-Hill,2003.

3. SEDRA, A. S. & SMITH, K. C., Microeletronica. 42.Ed., Makron Books, 2000.

Complementar:
1. 4. SZE, S. M., Physics of Semiconductor Devices — Willey, 2nd Edition, 1981.

Cronograma (opcional):




